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摘　 要：静电卡盘（ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ ｃｈｕｃｋ）是一种利用静电吸附力将晶圆吸附在表面，并以热传导为主要

控温方式控制晶圆表面温度的半导体工艺设备，在目前的集成电路装备中起到关键作用。 温度均匀

性（温差）直接影响晶圆成膜质量，是至关重要的指标之一。 高温 ＣＶＤ 工艺环境下针对静电卡盘传热

的影响因素进行研究。 采用 ＡＮＳＹＳ Ｗｏｒｋｂｅｎｃｈ 建立了 ＣＶＤ 腔室环境与静电卡盘的热传导模型，分析

了在 ＣＶＤ 工艺环境下不同静电卡盘结构及工程上的误差对于静电卡盘表面温度均匀性的影响，并通

过 ＣＶＤ 腔室对其中一种静电卡盘仿真结果进行实验验证。 研究结果表明：对于该类型静电卡盘，盘
体和轴之间的接触结构、加热丝分布对温度场分布具有显著影响，而加热丝倾斜则对温度场分布几乎

没有影响；静电卡盘轴材料的导热系数、轴壁厚度、静电卡盘的尺寸对局部温度场分布存在影响。 研

究内容对于静电卡盘传热理论完善及后续静电卡盘的设计优化具有重要的指导意义。
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　 　 静电卡盘（ＥＳＣ）是一种利用静电力吸附来对不

同工件进行夹持和固定的工艺装置，因其对吸附对

象施力均匀且在真空环境下具备吸附的能力，被广

泛应用于半导体及光学领域中。 目前，化学气相沉

积（ＣＶＤ）不仅要借助静电卡盘的吸附功能，还需通

过静电卡盘中的加热电极对晶圆进行温度控制，以
保证晶圆温度均匀，提高成膜质量。

静电卡盘于 ２０ 世纪 ７０ 年代初由 Ｗａｒｄｌｙ 等提

出，此后国内外对其开展了大量研究。 为了探究刻

蚀工艺的晶圆表面温度均匀性的影响因素，Ｓａｍｉｒ［１］

构建了简化二维轴对称热模型，并设计了验证实验。
该实验完整地研究了刻蚀工艺下的静电卡盘温度均

匀性的影响因素。 Ｌｅｅ 等［２］ 分别研究了单区、多区

陶瓷加热器对静电卡盘表面温度均匀性的影响，通
过改变加热功率对比单区及多区陶瓷加热器表面的

温度分布及温差等参数，最终得出多区加热器在径

向上产生更均匀温度场的结论。 Ｙｏｏｎ 等［３］ 分析了

静电卡盘与晶圆之间的传热机制，并建立了相应的

传热模型，基于该模型得出了调整背吹气压能够提

升静电卡盘温度均匀性的结论。 近几年，我国对于

静电卡盘热学的系统性研究也开始逐步完善，孙钰

淳等［４］在静电卡盘和晶圆之间导热机制基础上，提
供了静电卡盘与晶圆之间接触热阻的计算方法。 冯

鹏［５］针对 ＨＤＰＣＶＤ 设备静电吸盘热流进行了研究

和仿真，基于计算得出的稳态理论传热模型结合实

验平台获取的稳态温度数据，分析了射频功率及氦

气压力 ２ 个因素对温度均匀性的影响。
根据以上对静电卡盘的研究可以看出，对静电

卡盘温度均匀性影响因素的研究是半导体晶圆工艺

的重要研究方向。 本文主要针对 ＣＶＤ 设备中高温

静电卡盘本身结构对温度均匀性的影响，基于三维

静电卡盘传热模型分析并指出静电卡盘结构当中各

因素对温度分布的影响，为后续静电卡盘结构设计

和加工提供理论指导。

１　 静电卡盘传热原理及模型建立

１．１　 静电卡盘传热原理

在 ＣＶＤ 设备高温静电卡盘的使用过程中，热量

传递的主要方式是热传导和热辐射。
热传导通常被简称为导热。 在本文静电卡盘的
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研究中，在导热部分，物体内部热量从高温部分传向

低温部分，该过程中介质无宏观运动。 从微观角度

来说，热传导依靠晶格振动（声子传递）实现。 本文

研究对象无机固体（氮化铝）热量传递的主要载体

是声子，即原子或离子在其晶格位置附近振动，这种

振动以弹性波的形式在晶格中传播，在高温区域，这
种原子振动更剧烈。 当在静电卡盘各部分间存在温

度梯度的时候，就会出现热传导现象，并且一定是从

高的部分向低的部分传导。 该过程可以通过傅里叶

传热定律进行计算，如（１）式所示。

ｑ̈ｘ ＝
ｑｘ

Ａ
＝ － ｋ ｄＴ

ｄｘ
（１）

式中： ｑ̈ｘ 表示热流密度；Ａ 表示垂直于热流的截面

积；ｋ 则表示导热系数，负号代表热流传导的方向与

温度梯度方向相反。
此外，计算物体内部的导热分布，需要借助热传

导的微分方程。 该方程基于傅里叶基础导热定律和

能量守恒原理建立［６］，结合相应的定解条件就可以

得出物体的内部导热分布。 具体计算公式如（２） ～
（３）式所示。
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　 　 在（２）式中，ρ 表示导热体密度，ｃ 表示导热体

定压比热容。 （２） ～ （３）式均为直角坐标系下的导

热微分方程。 该方程明确指出了物体内部任意一点

所发生的温度变化均是周围导热以及自身产热 ２ 个

作用下的结果。
化学气相沉积用静电卡盘通常被要求在真空环

境下进行工作，因此，静电卡盘的盘体外表面和轴结

构的外侧均处于高真空度环境下，在真空腔室内部

的面仅存在热辐射这一种散热方式。
物体表面通过电磁波（或光子）传递热量的过

程被称为热辐射。 辐射作为物质的固有本质之一，
由分子、原子、离子等微观粒子构成，当这些粒子受

到激发时，就会产生不断交替的电磁场，形成电磁

波。 因此，热辐射现象普遍存在于任何物体当中。
在辐射换热计算中，可以确定黑体辐射力是至

关重要的。 其计算公式如（４）式所示。

Ｅλ ＝ ｄＥ
ｄλ

／ Ｅ ＝ ∫∞
０
Ｅλｄλ （４）

　 　 （４）式代表了单位时间内，物体的每单位辐射

面积在波长 λ 附近的单位波长间隔内，向半球空间

所发射的能量，称之为单色辐射能力。
基于（４）式，结合黑体辐射的基本定律———普

朗克定律［７］，黑体单色辐射力 Ｅｂλ 和黑体自身温度 Ｔ
及热射线波长 λ 之间的函数关系如（５）式所示。
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式中： Ｃ１ 为普朗克第一常数，其大小为 Ｃ１ ＝ ３．７４７ ×
１０８ Ｗ·ｍ２；Ｃ２ 为普朗克第二常数，其大小为 Ｃ２ ＝
１．４３９ ×１０ －２ ｍ·Ｋ。

结合（４） ～ （５） 式，可以推出斯蒂芬 － 玻尔兹

曼定律，如（６） ～ （７） 式所示。
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　 　 在（６）式中， σｂ 为黑体辐射常数，其数值大小

σｂ ＝ ５．６７ × １０ －８ Ｗ／ （ｍ２·Ｋ４）。 后续为了方便计算

将（６） 式改写为（７） 式。 其中，Ｃｂ 为黑体辐射系数，
其数值大小 Ｃｂ ＝ ５．６７ Ｗ ／ （ｍ２·Ｋ４）。 （７） 式表明黑

体辐射力和热力学温度的四次方呈正比，故又称为

四次方定律。 该定律不仅指出了只要物体大于绝对

零度就具备辐射能力，还表明了在不同温度下物体

辐射能力存在差别。
ＣＶＤ 工艺腔室通常包括气路系统、真空腔室、

晶圆以及静电卡盘（如图 １ 所示）。 ＣＶＤ 在众多半

导体工艺中，对于晶圆温度分布要求较高，因此腔室

壁除采用了铝合金作为外壁，还选择陶瓷作为腔室

内壁材料进行热屏蔽，减少设备散热对温度均匀性

的影响。 静电卡盘处于腔室的下半部分，用于固定

晶圆［８⁃１０］。 此外，在实际工艺过程中，气体会通过气

路系统均匀地进入腔室，通过射频系统调节等离子

体状态，使气体具有较强的化学活性，在衬底上进行

图 １　 静电卡盘 ＣＶＤ 工艺环境

·７２４·
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化学沉积，静电卡盘需要保证高温以及温度分布均

匀以保证成膜的均匀性［１１⁃１３］。
基于上述原理，结合 ＣＶＤ 设备中具体情况，高

温静电卡盘的传热方式如图 ２ 所示。 相比传统静电

卡盘，为了保证盘面的高温环境，采用轴结构减少静

电卡盘与腔室之间的热传导。 在腔室内，采用加热

电路保证晶圆温度，通过热传导，将热量通过盘体传

导到晶圆上。 在工艺过程中，该结构处于热平衡状

态，散热方式有热辐射和热传导 ２ 种。

图 ２　 静电卡盘工艺环境下传热方式

１．２　 静电卡盘建模

本文采用采用绘图软件 ＡｕｔｏＣＡＤ 和 Ｉｎｖｅｎｔｏｒ 对
静电卡盘几何模型进行三维建模，盘体模型如图 ３
所示。

选择 ＣＶＤ 高温设备常用的双加热区静电卡盘

作为研究对象。 几何模型由静电卡盘的盘体、轴结

构、内区加热电路及外区加热电路四部分组成，将加

热电路嵌入静电卡盘模型，加热电路结构如图 ４
所示。

图 ３　 静电卡盘模型　 　 　 图 ４　 加热电路模型

针对 ＣＶＤ 环境下应用场景复杂的问题，本研究

对部分场景进行了简化［１４⁃１５］，具体如下：
１） 通常在 ＣＶＤ 工艺过程中，腔室需要保证真

空环境，通过减少反应器内的压力，提高气体的平均

自由程和扩散速度，提升成膜质量。 因此，将腔室内

部视为处于真空环境下，传热方式仅存在辐射和传

导。 此外，在实际 ＣＶＤ 腔室外侧通常由 ７５ ℃水和

乙二醇组成的液体进行控温。 因此，本研究设定腔

室壁外侧边界条件为恒定 ７５ ℃。
２） 本研究的静电卡盘尺寸为 ３６３ ｍｍ，主要用

于 ３００ ｍｍ 尺寸的晶圆 ＣＶＤ 工艺，主要关注静电卡

盘中心 ３００ ｍｍ 范围内的温度均匀性情况，主要参

数指标为温差和温度场分布情况。
３） 本研究静电卡盘轴底部为金属工装，具备较

好的导热性，因此假设轴底部接触的温度为恒定温

度，作为轴底部热交换的边界条件；
４） 本研究对加热电路进行等效简化，将原来一

千多圈的螺旋状电阻丝等效为横截面直径３ ｍｍ的

圆柱，并严格依照设计图纸中的分布路线进行分布。
静电卡盘模型的网格划分也是至关重要的一

环，盘体内部密集排布的加热丝和极薄的轴壁厚度

均对网格划分程度有较高要求。 有限元离散过程的

第一步就是模型的网格划分，网格划分的结果直接

决定了模型的计算精度和运算时间［１６］。
本文采用六边形网格，选择 ２００ 万、３２０ 万和

５００ 万网格数量进行了无关性验证，其中 ３２０ 万网

格和 ５００ 万网格的仿真结果基本一致，２００ 万网格

相比于 ３２０ 万网格结果各项参数中温差的变化率最

高，变化率为 ２．５５％，未超过 ５％，可以确认仿真结果

与网格无关。 综合考虑准确性和计算效率，采用

３２０ 万网格进行仿真。 仿真网格盘体采用 ６ ｍｍ 的

最大尺寸，设置较大网格变化率解决接近加热丝的

区域需要更细密网格的问题；专门针对电热丝及轴

部分设置了更细密的网格尺寸，分别为 １．５ ｍｍ 和

１．２ ｍｍ，以确保不同区域网格排布的合理性。
基于上述建模，本文对 ＣＶＤ 工艺过程的静电卡

盘进行了仿真并采用测温设备对静电卡盘进行了温

度分布测试，其仿真结果及实验测试结果如图 ５ ～ ６
所示。

图 ５　 选用静电卡盘的仿真结果

·８２４·
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图 ６　 选用静电卡盘的测试结果

测试设备缺口位置按规定需对准静电卡盘的

ｎｏｔｃｈ 口位置，因此测试结果图逆时针旋转 １２０°与
仿真结果图位置对应。 根据与实验结果对比可知，
仿真及测试结果得到的温度差相近，均为 １３．３ ℃左

右，温度场分布大致相同，均为中间低，外围温区温

度较高。

２　 温度均匀性影响因素分析

２．１　 轴结构对温度均匀性的影响分析

轴结构分析涉及的传热过程主要为热传导，因
此影响因素主要为轴材料的热导率、轴长度和壁厚

等，但考虑到设备装配需求，本研究忽略了轴长度以

及底部结构等，仅研究依照现有设备能够优化的结

构，其中包括轴与盘体的接触结构、轴材料的导热系

数及轴壁厚。
２．１．１　 轴与盘体的接触结构

轴和盘体的接触形式有 ２ 种：①轴内壁与盘体

垂直接触，其结构剖面图如图 ７ 所示，该接触结构

中，轴的主要特点是结构简单方便加工，并且轴与盘

体的焊接均相对方便；②喇叭口形式，其结构剖面图

如图 ８ 所示。
基于上述 ２ 种结构，利用仿真软件进行仿真实

验分析。 图 ９ 为垂直结构及喇叭口结构温度均匀性

最好的仿真结果，其中喇叭口结构存在多种与静电

卡盘接触面积选择。 表 １ 展示了不同接触结构的仿

真数据对比。

图 ７　 轴内壁与盘体垂直接　 　 图 ８　 轴内壁与盘体喇叭口

触结构剖面图 接触结构剖面图

图 ９　 不同接触结构仿真结果

表 １　 不同接触结构仿真数据对比表

结构 温差 ／ ℃ 平均温度 ／ ℃

垂直结构 １３．３６ ５９８．７４

喇叭口结构（５ ｍｍ） ６．０９ ５９８．５８

喇叭口结构（８ ｍｍ） ４．８９ ６００．２１

喇叭口结构（１０ ｍｍ） ７．５６ ５９８．２５

根据图 ９ 和表 １ 可知，当前盘体结构及轴的其

他参数均不变情况下，采用接触半径为 ８ ｍｍ 的喇

叭口轴结构时盘体的温差最小，温度场分布也更均

匀。 对比这 ２ 种接触结构，并结合 １．１ 节可知，热传

导的过程与传导目标物体截面积有关，根据理论分

析可以得出，随着静电卡盘的盘体与轴的接触面积

变小，轴导出温度在理论上会越来越少。 此外，相对

于垂直结构，采用喇叭口结构，可以相对减少中心热

量传导，进而提高静电卡盘的温度均匀性。 因此，静
电卡盘采用结构接触半径为 ８ ｍｍ 的喇叭口结构温

度场分布更均匀，该结论与理论分析相符。

·９２４·
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２．１．２　 轴所用材料的导热系数

通常情况下，ＡｌＮ 陶瓷的常温导热系数在 １７０ ～
２３０ Ｗ ／ （ｍ·Ｋ），但在实际使用过程中，为了适应

ＣＶＤ 的使用环境，会降低轴导热系数以控制温度场

分布，因此需要通过工艺调整轴所采用的氮化铝陶

瓷的导热系数。 基于热传导理论及公式可知，随着

导热系数的降低，轴导热性能也会降低。 根据理论

分析的结果，进行仿真测试，得到不同轴所用材料的

导热系数对温度均匀性的影响，热仿真结果如图 １０
及表 ２ 所示。

图 １０　 不同轴材料导热系数仿真结果

表 ２　 不同轴材料导热系数仿真结果对比表

常温导热系数 ／ （Ｗ·（ｍ·Ｋ） －１） 温差 ／ ℃ 平均温度 ／ ℃

８８．８０ １１．９４ ５９９．４０

９２．６８ １２．７１ ５９９．０３

１０４．１４ １３．３６ ５９８．７４

１４１．１４ １５．６５ ５９７．６７

１８３．１２ １６．６６ ５９７．２０

根据上述仿真结果可知，本文研究的静电卡盘

的温度场分布为中心温度较低，边缘温度较高，即静

电卡盘的中心散热效率较高，因此伴随着导热系数

的下降（上升），轴散热量会下降（上升），温差也会

下降（上升）。 对于本文的静电卡盘结构，轴材料导

热系数越低，静电卡盘上表面温度场分布均匀性会

更好。 观察图 １０ 可知，几种热仿真结果的温度分布

大致相同，在导热系数逐渐增大的情况下，温度场分

布不均匀的特点会更加明显。 综合上述仿真结果分

析可知，轴结构应运用导热系数更低的 ＡＩＮ 陶瓷材

料，即常温下导热系数为 ８８．８ Ｗ ／ （ｍ·Ｋ）的材料，
该材料能使静电卡盘上表面温度场分布更均匀，且

仿真结果与理论分析相符。
２．１．３　 轴壁厚度

根据图 ７ 的轴结构剖面图可知，该轴结构存在

极长但极薄的轴壁，减少盘体传导散热。 研究轴壁

厚度对于温度均匀性的影响效果，需要通过理论及

仿真结果进行比对分析，才能更进一步地去设计，以
提升该结构对于温度场分布的影响，让静电卡盘更

符合 ＣＶＤ 工艺环境的使用需求。
基于热传导理论及公式可知，随着壁厚的增大，

热传导的截面积增大，热传导的热量也会随之增大。
根据该理论分析，进行热仿真。 热仿真结果如图 １１
及表 ３ 所示。

表 ３　 不同轴壁厚仿真结果对比表

轴壁厚 ／ ｍｍ 温差 ／ ℃ 平均温度 ／ ℃

２ １１．２５ ５９９．６６

２．２ １２．２０ ５９９．２４

２．４５ １３．３６ ５９８．７４

２．８ １４．９１ ５９８．０３

３ １５．７９ ５９７．６２

图 １１　 不同轴壁厚仿真结果

·０３４·
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　 　 根据上述热仿真结果可知，在保持现有盘体结

构及轴结构其他参数不变情况下，轴壁厚减少（增
加），轴散热量随之下降（上升），温差也会随之上升

（下降）。 对于本文的静电卡盘结构，轴壁厚度越薄

静电卡盘上表面温度场分布越均匀。 由图 １１ 可知，
几种热仿真结果的温度分布大致相同，仅温差在不

断变化。 综合上述仿真结果分析可知，轴结构壁厚

大小选取 ２ ｍｍ 时，温度场分布更均匀，也更适合

ＣＶＤ 工艺环境下使用。 但是，考虑静电卡盘机械结

构合理性，为了防止轴壁过薄导致静电卡盘使用过

程发生损坏，壁厚设计不宜过薄。

２．２　 盘体结构对温度均匀性的影响分析

盘体结构与轴结构的分析原则类似，会根据目

前所采用 ＣＶＤ 设备的装配需求，忽略部分影响因

素。 针对现有结构，研究加热丝分布、盘体尺寸以及

在工程中出现的加热丝偏移对温度均匀性影响。
２．２．１　 盘体尺寸

静电卡盘尺寸通常略大于晶圆尺寸，如本文研

究的针对 ３００ ｍｍ 晶圆的静电卡盘尺寸为 ３６３ ｍｍ。
本文针对该类静电卡盘的结构以及 ＣＶＤ 设备的尺

寸进行计算后，又设计了 ３５３ ｍｍ 和 ３７３ ｍｍ 静电卡

盘 ２ 种尺寸进行研究。 对上述结构进行热仿真，结
果如图 １２ 和表 ４ 所示。

图 １２　 不同尺寸静电卡盘仿真结果

表 ４　 不同静电卡盘尺寸仿真结果对比表

静电卡盘尺寸 ／ ｍｍ 温差 ／ ℃ 平均温度 ／ ℃
３５３ １７．８５ ６０３．４６
３６３ １３．３６ ５９８．７４
３７３ １１．２３ ５９４．４９

根据上述热仿真结果可知，在保持其他参数不

变情况下，伴随着静电卡盘盘体尺寸的增大，温差降

低，温度场分布更均匀，同时伴随着散热量的增大，
平均温度降低。 而温度分布方面，不同盘体尺寸的

温度分布大致相同。 结合 Ｈｓｕ 等［１７］ 对于扩展盘提

升温度均匀性的研究结果，根据理论分析可知，伴随

着静电卡盘尺寸的扩大，边缘区域散热量增大，理论

上边缘区域温度会降低。 综上所述，盘体尺寸扩展

到 ３７３ ｍｍ 后，使该类型静电卡盘的温差更小，温度

场分布也更均匀。
２．２．２　 加热丝倾斜

在实际工程中，通常会对静电卡盘进行 ＣＴ 扫

描观察其内部状况，判断加热丝及吸附电极的状态。
在扫描图像中，会出现部分静电卡盘加热丝整体倾

斜的情况，这是由于加工工艺中出现定位误差，这类

误差在实际过程中通常最大为 １ ｍｍ 左右，该类型

静电卡盘倾斜状态如图 １３ 所示。

图 １３　 加热丝倾斜示意图

针对该误差，根据热传导理论可知，静电卡盘的

加热丝倾斜方向更靠近盘面一侧温度会更高，而离

盘面较远部分会更低。 对加热丝倾斜的情况进行仿

真分析，结果如图 １４ 及表 ５ 所示。

图 １４　 不同加热丝倾斜状态垂直结构静电卡盘仿真结果

·１３４·
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表 ５　 垂直结构静电卡盘加热丝倾斜仿真结果对比表

加热丝状态 温差 ／ ℃ 平均温度 ／ ℃

前倾 １ ｍｍ １３．０６ ５９８．４９

未倾斜 １３．３６ ５９８．７４

根据对比结果，可以看出加热丝倾斜对温度场

分布几乎没有影响，对温差的影响在 ０．３ ℃。 由于

该类型静电卡盘温度分布中心温度低且边缘温度

高，加热丝倾斜理论上更容易对于静电卡盘的边缘

区域温度分布产生影响，因此本文针对加热丝倾斜

增加了喇叭口结构（８ ｍｍ）静电卡盘的实验。
根据图 １５ 及表 ６ 数据进行对比可以发现，加热

丝倾斜对温差影响在 ０．３ ℃以内，对温度场分布则

几乎没有影响。 根据理论分析，由于通常情况下加

热丝倾斜的角度较小，因此对温度分布及温差影响

较小。

图 １５　 不同加热丝倾斜状态喇叭口结构静电卡盘仿真结果

表 ６　 喇叭口结构静电卡盘加热丝倾斜仿真结果对比表

加热丝状态 温差 ／ ℃ 平均温度 ／ ℃

前倾 １ ｍｍ ５．１６ ６００．２３

未倾斜 ４．８９ ６００．２１

后倾 １ ｍｍ ４．８４ ５９９．９２

２．２．３　 加热丝分布

本文静电卡盘的仿真及测试结果可以看出，该
类型静电卡盘在实际环境使用中均存在中心温度过

低引发温度场分布不均匀及温差较高的情况。 本文

在仿真过程中，根据实际加热丝的结构进行了区域

划分。 通过工艺设计分析，进行了符合结构设计的

优化，为仿真划分的中心区域增加了 ０．５ Ω 的加热

丝。 对比 ２ 种加热丝排布（优化分布结构）对温度

均匀性的影响，仿真结果如图 １６ 及表 ７ 所示。

图 １６　 静电卡盘不同加热丝排布仿真结果

表 ７　 静电卡盘不同加热丝排布结果对比表

加热丝分布 温差 ／ ℃ 平均温度 ／ ℃

原排布 １３．３６ ５９８．７４

新排布 ６．６９ ５７８．４１

根据图 １６ 和表 ７ 可知，在优化加热丝排布后，
温差明显减小，温度场分布也更均匀。 仿真结果证

明，在不同区域适当控制加热丝排布（区域内产生

热量的大小），能够有效控制静电卡盘表面温度场

分布，减小温差。 由此可以得出结论：加热丝排布对

于温差及温度场分布均有着显著影响。

３　 结　 论

本文针对 ＣＶＤ 设备用的高温静电卡盘表面温

度均匀性影响因素进行了仿真研究，并进行了测试

验证。 仿真结果表明，静电卡盘的加热丝排布及盘

与轴之间的接触结构能有效地影响温度场分布及温

差，从而提高静电卡盘表面的温度均匀性；工艺误差

带来的加热丝倾斜则对温度均匀性几乎没有影响。
静电卡盘轴材料的导热系数、轴壁厚度、静电卡盘的

尺寸则对静电卡盘局部温度分布存在影响，适当进

行调整可以使得整体温度分布更均匀。 综上所述，
ＣＶＤ 设备静电卡盘设计中，需要根据要求，重点关

·２３４·
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注加热丝排布和静电卡盘的盘体与轴的接触结构设

计，使二者能够相互组合控制温度场均匀分布。 需

要控制边缘区域温度分布时，可以对盘体进行扩展

（收缩）调整边缘区域温度场分布，使得静电卡盘整

体温度分布均匀。 在控制中心区域温度分布时，可
以通过调整轴结构的壁厚及热导率，调整中心区域

的温度场分布，保证整体温度分布均匀，进而提升

ＣＶＤ 成膜质量。
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［７］　 徐德宇． 基于半导体场效应的近场辐射换热调控机制及器件原型［Ｄ］． 哈尔滨： 哈尔滨工业大学， ２０２４．
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Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｆａｃｔｏｒｓ ａｆｆｅｃｔｉｎｇ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ ｏｆ
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